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 強力な電子受容性をもつ 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane（TCNQ）

やその誘導体のようなアクセプター分子は、

金属・分子界面でユニークな特性を示すこ

とから、近年盛んに研究されている。我々

は種々の電極金属に強力なアクセプター分

子である 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8- 

tetracyanoquinodimethane（F4-TCNQ）

を吸着させ、その物性の研究を行ってきた。 

 本研究では、BL-13Aにて高分解能 XPSを用い、白金単結晶基板上の

F4-TCNQ分子の電子状態について実験を行った。図 2は Pt(111)単結晶

基板上での室温・低温条件に

おける F4-TCNQ分子の N 1s 

XPSの被覆率依存性を示した

ものである。ここでの被覆率

（ / ML ）は、表面の Pt原子

1個に対するF4-TCNQ分子の

数を表している。室温・低温

いずれも、主となるピークは

アニオン的な窒素であり、電荷

移動が起きていることを示している。そして、単層以下の条件では被覆

率が増加してもその傾向に変化は見られなかった。このことから、

F4-TCNQ分子は Pt(111)単結晶基板上において、常に基板と相互作用し

ながら、単層まで吸着していくということがわかった。 
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図 1 
2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8- 
tetracyanoquinodimethane（F4-TCNQ）

図 2 

室温および低温における N 1s XPSの被覆率依存性
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